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Uglii ve daha miirakkab mis xalkogenidlar asasinda yeni yliksak mahsuldar
materiallarin layihalondirilmasi Gig¢lin bu ciir fazalarin terkibi, kristal qurulugu
va fiziki xassalari arasindaki alaganin galavi va tallium ile tedqiqi elmi vo
praktik shamiyyst kasb edir [1]. Bu materiallar lazerlarin, isiq modulyator-
larinin, fotodetektorlarin va onlarin asasinda maqnit sahasi ila idars olunan
digar opto-, mikro-ve nanoelektronik cihazlarin yaradilmasinda praktiki tatbiq
tapa bilar. Bels materiallara CuTIS(Se) tipli tiglii birlagsmalar ds daxildir. CuTIS;
bir kristalh mis-tailium xalkogenidlari grupuna aiddir va TICuznXn+1 (% =S, Se)
formulali birlasmalar qrupuna daxildir. fonlagdirici sialarin tasiri ils bu
kristallarda defekt yaranma mexanizminin dyranilmasi darzolagh yarimke-
ciricilarda carayanin kegma xiisusiyyatlarini aydinlagdirmaga imkan verir [2].

Tadgiq edilan p-CuTIS; birlogmasi yiiksek temperatur qradientinds Bricmen-
Stokbarger iisulu ils boytidilmiigdir. Alnmis monokristalin diametri 1sm, uzun-
lugu 8 sm va xiisusi miiqavimati ~40 Om'sm tartibinds olmugdur. Rentgen-analiz
metodu ila alinmis niimunanin qurulusu ve gafes parametrlari a=3.907; ¢=8,152
A% z=2 hesablanmus, birlasmenin tetrogonal sinqoniyada kristallagdig1 miisyyan
edilmisdir. Tadqiq olunan niimunenin 6l¢iisi 2x0,5x6 mm-dir. Olgmoler B7-30
universal amper -voltmetrinda 0-20V (E ~10-104V/sm) garginlikds ve 100-300 K
temperatur intervalinda apariimigdir. y-kvantlarla siialanma Co$°-qurgusunda
aparilmis va siialanma giicii ~ 40 Vt/san olmusdur. CuTIS kristallarinda y-
kvantlarin tesiri ils yaranan defektlarin ilkin defektlarla qarsiliqh tesiri ils kristallik
qafasda defektlarin yeniden paylanmasi sababinden miisahids olunur. Defekt
halinin dayismasi elektron mikroskopunda aragdinimis ve miiayyen edilmisdir ki,
asag) dozalarda siialanma zamani (500 krad) defektlarin nizamlanmasi (b), ytiksek
dozalarda iss (5 Mrad) lokal irimiqyash defekt toplusu yaramr(sakil 1).
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$akil 1. CuTIS; kristalinda miixtalif temperaturlarda elektrik kegiriciliyinin elektrik
sahasindan asiihig
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Bu fakt iss, kristalda serbast yiikda i
k s1yicilarin konsentrasiyasinin azalmasina
Vo \./AX-da.as.ag.l temperaturlarda (T<300 K) omik oblastdan kvadratik oblasta
kegid garginliyinin artmasina sabab olur.
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